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Cesitli Transistérlii Isaret yiikselticileri

Transistorlerin en ¢ok kullanildigi alanlardan biri ise yUkselte¢ olarak kullanimlaridir. Bu
deneyde tek kath transistorlerin ylUkselte¢ olarak kullanimlarini 6grenecegiz. Buradaki
deneylerde sonuglarin teorik ve pratik karsilstirilmasi da yapilacaktir.

Asaqgida verilen transistorlii devreler pratik olarak kurulmadan once

transistoruniiziin saglamligindan emin olunuz. Transistérintzin Boc dederini dlglinuz.

Boc= .iiiieiinnnn. (BC 107)

Adim 1.

Sekil 1°de verilen devre igin asagidaki degerleri teorik olarak hesaplayiniz ve Tablo I'l

doldurunuz. Vee
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Adim 2
Sekil | de gosterilen devreyi simdi pratik olarak gergekleyiniz. Tablo I'de g0sterilen

degerleri pratik olarak 6l¢ginuz ve Tablo II'yi tamamlayiniz.
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Adim 3

Sekil 2°de verilen devre icin once asagidaki degerleri teorik olarak hesaplayiniz ve Tablo

'l doldurunuz.
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Adim 4
Sekil 2 de gosterilen devreyi simdi pratik olarak gergekleyiniz. Tablo IlI'de gdsterilen

degerleri pratik olarak dlgiiniz ve Tablo IV U tamamlayiniz.
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Adim 5
Sekil 3'de verilen devre igin once asagidaki degerleri teorik olarak hesaplayiniz ve Tablo

V'i doldurunuz.
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Adim 6
Sekil 3 de gosterilen devreyi simdi pratik olarak gergekleyiniz. Tablo V'de gdsterilen

degerleri pratik olarak dl¢iintz ve Tablo VI'ylI tamamlayiniz.
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